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До сих пор для заполнения контактных окон к транзисторной структуре используется вольфрам, несмотря на его более высокое удельное сопротивление, чем у меди. Связано это с тем, что медь быстро диффундирует в кремнии и образует глубокие энергетические уровни в запрещенной зоне полупроводника. Поэтому переход к использованию меди для заполнения контактов требует разработки надежных барьерных слоев.

В работе были рассмотрены адгезионные свойства меди к различным материалам, на основании чего отобраны кандидаты, подходящие в качестве барьерных слоев для формирования контактных окон из меди. Был проведен эксперимент с нанесением выбранных слоев на пластину, последующим отжигом, и исследованием его влияния на поверхностное сопротивление и шероховатость поверхности.

На основании результатов были отобраны многослойные структуры, обладающие лучшими адгезионными и барьерными свойствами (Ti/TiN/Ti, Ti/TiN/Ta, TaN/Ta). После чего были изготовлены пластины с контактными окнами и исследовано влияние некоторых параметров процессов осаждения барьерных слоев и зародышевого слоя меди на заполнение контактных окон с большим аспектным отношением. На данном этапе  удалось  получить цепочки контактов с медью (500000 контактов; с использованием IMP Ti 50A - CVD TiN 2x25A - Ta 140A) сопротивление которых более чем в 1,5 раза  меньше сопротивления цепочки с контактами из вольфрама.
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